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外部刺激により、分子の色・発光色や電子状態が変化する現象はクロミズムとして知られている。

これまで、クロミズムを示す分子は、センサーや、外部刺激に基づいた情報記録デバイスや電気スイ

ッチとして、その利用が期待されてきた。近年、我々の研究グループでは、クロミズムを示す分子１

（図 a）が、外部刺激に応答して配座異性化し、単分子レベルの電気伝導度（G）のスイッチ現象を

示すことを報告した [1]。本研究では、分子１を用いて、クロミズムが熱電特性に与える影響を単分

子レベルで明らかにすることを目的とした。単分子レベルにおける熱電特性を明らかにするために、

ブレイクジャンクション法を用いて、微小な金電極間に分子１の単分子接合を作製した[1]。そして、

作製された単分子接合に温度勾配（∆T = 0, 11, 22, 33 K）を与えながら、各温度勾配において熱起電力

（∆V）の計測を 10,000回繰り返し、計測された∆Vのヒストグラムのピーク値を決定した。∆Tに対す

る∆Vのピーク値の依存性から、分子１の単分子接合の熱電能（S = −∆V/∆T）は−19 µV/Kと決定され

た（図 b）。次に、分子 1の配座異性化を伴うクロミ

ズムと Sの関係性を明らかにするために、Gと∆Vの

相関を調べた。2 つの配座異性体は異なる G を示す

ことから、G を用いて 2 つの配座異性体を識別でき

る（図 c）。その結果、Gに依存して∆Vが異なること、

つまり分子１の配座異性体に応じて、異なる∆Vを示

すことが分かった。また、ボルツマン輸送方程式の

枠組みで、モットの式を用いて Gと Sを対応付ける

ことができるが [2]、本研究で∆V の計測により決定

された S = −17, −26 µV/Kと、モットの式を用いて、

分子１の単分子接合のGから予測されるS = −18, −25 

µV/K [1] が良い一致を示すことも確認された。 
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Figure (a) Chemical structure of 1. (b) ∆V vs. 

∆T plot (c) ∆V vs. conductance plot at ∆T = 

22 K where G0 = 2e2/h. The G values of the 

isomers (i) and (ii) are 3×10−4 G0 and 4×10−3 

G0, respectively [1]. 
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